wo 2014/063974 A1 I} 1A 0O 0 0 O

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation fiir geistiges
Eigentum
Internationales Biiro

=

\

(43) Internationales

OIPCT

(10) Internationale Veroffentlichungsnummer

VerofTendichungsdaun = WO 2014/063974 Al
1. Mai 2014 (01.05.2014)
(51) Internationale Patentklassifikation: AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
HO1L 25/075 (2006.01) HOIL 33/52 (2010.01) BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
. . ) DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2013/071664 GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
(22) Internationales Anmeldedatum: KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
16. Oktober 2013 (16.10.2013) ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
L NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
(25) Einreichungssprache: Deutsch RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH,
(26) Veroffentlichungssprache: Deutsch Ei;[ Tg[\{/TN’ TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,
(30) Angaben zur Prioritit: | . )
102012 219 461 .4 (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
24. Oktober 2012 (24.10.2012) DE Jede verfiighare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,
(71) Anmelder: OSRAM GMBH [DE/DE]; Marcel-Breuer- TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
Stralie 6, 80807 Miinchen (DE). RU, TJ, TM), europdisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
(72) Erfinder: BELLYNCK, Gregory; Priillstr. 40, 93093 CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
; LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,
Donaustauf (DE). BLASZCZAK, Stephan; Strafle des
. SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
Friedens 9a, Freyburg 06632 (DE). SCHILLER, Thomas; GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
Rofbacher Str. 15, 93170 Bernhardswald (DE). T ? ? ? T ’
EMMERIL, Markus; Brunnenstralie 10a, Sinzing 93161 Veroffentlicht:
(DE). —  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir 3)

Jede verfiigbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

(54) Title: SUBSTRATE FOR LIGHTING DEVICE HAVING BOUNDING STRUCTURE FOR CONTACT SURFACE
(54) Bezeichnung : TRAGER FUR LEUCHTVORRICHTUNG MIT BEGRENZUNGSSTRUKTUR FUR AUFLAGEFLACHE

13 10
A
~ N /
14
14
15 11,16

i s:s mm 7<,,

-

11,12

Fig.1

(57) Abstract: The invention relates to a substrate (11) for a lighting device (10) having at least one contact surface (13) for at least
one semiconductor light source (14), which at least one contact surtace (13) is laterally surrounded by a bounding structure (16) for
a filling mass (15) to be applied to the contact surface (13), wherein the bounding structure (16) is a bounding structure (16)
produced by means of a surface-processing method. A lighting device (10) has a substrate (11) having at least one contact surface,
wherein at least one semiconductor light source (14) is arranged on the at least one contact surface and the at least one contact
surface is covered with a filling mass (15) to the bounding structure (16), which filling mass (15) covers the at least one
semiconductor light source (14). A method is used to produce a substrate (11) and comprises at least the following steps: providing a
substrate (11) for a lighting device (10) and producing a bounding structure (16), which laterally bounds a contact surface (13) for at
least one semiconductor light source (14), on the substrate. The invention can be applied in particular to LED modules.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Ein Trager (11) fiir eine Leuchtvorrichtung (10) weist mindestens eine Auflagefliche (13) fiir mindestens eine
Halbleiterlichtquelle (14) auf, welche mindestens eine Auflagefliche (13) seitlich von einer Begrenzungsstruktur (16) fiir eine auf
die Auflageflache (13) aufzugebende Fiillmasse (15) umgeben ist, wobei die Begrenzungsstruktur (16) cine mittels eines
flachenbearbeitenden Verfahrens hergestellte Begrenzungsstruktur (16) ist. Eine Leuchtvorrichtung (10) weist einen Trager (11)
mit mindestens einer Auflageflache auf, wobei an der mindestens einen Auflageflache mindestens eine Halbleiterlichtquelle (14)
angeordnet ist und die mindestens eine Auflageflache bis zu der Begrenzungsstruktur (16) mit einer Fiillmasse (15) bedeckt ist,
welche Fiillmasse (15) die mindestens eine Halbleiterlichtquelle (14) bedeckt. Ein Verfahren dient zum Herstellen eines Trégers
(11) und weist mindestens die folgenden Schritte auf: Bereitstellen eines Trdgers (11) fiir eine Leuchtvorrichtung (10) und
Erzeugen einer Begrenzungsstruktur (16), welche eine Auflageflache (13) fiir mindestens eine Halbleiterlichtquelle (14) seitlich
begrenzt, an dem Tréger. Die Erfindung ist insbesondere anwendbar auf LED-Module.
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Beschreibung

Trager fiur Leuchtvorrichtung mit Begrenzungsstruktur fir
Auflageflache

Die Erfindung betrifft einen Trager fir eine
Leuchtvorrichtung, welcher Trager mindestens eine
Auflagefldache fiir mindestens eine Halbleiterlichtquelle
aufweist und welche Auflagefliache seitlich von einer
Begrenzungsstruktur fir eine auf die Auflageflache
aufzugebende Fiillmasse umgeben ist. Die Erfindung ist

insbesondere anwendbar auf LED-Module.

Es sind Leuchtmodule mit mehreren auf einem gemeinsamen
Trager aufgebrachten Leuchtdioden (LEDs) bekannt, welche LEDs
von einer lichtdurchliassigen Vergussmasse bedeckt sind. Um
einen von der Vergussmasse bedeckten, die LEDs aufweisenden
Bereich definiert zu begrenzen, ist dieser Bereich bisher
mittels einer separat hergestellten, auf den Trager
aufgebrachten Auflage umlaufend begrenzt. Die Auflage mag
beispielsweise als ein separat hergestellter Ring vorliegen,
welcher auf den Trager aufgeklebt wird. Nachteilig ist
hierbei, dass der Trager, um nach seiner Herstellung
handhabbar zu sein (z.B. um selbsttragend zu sein) und um
ohne Welligkeit auf den Trager aufgebracht werden zu kdnnen,

eine vergleichsweise hohe HOhe aufweist.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Nachteile

des Standes der Technik zumindest teilweise zu Uberwinden.

Diese Aufgabe wird gemal den Merkmalen der unabhangigen
Anspriiche geldst. Bevorzugte Ausfihrungsformen sind

insbesondere den abhangigen Anspriichen entnehmbar.

Die Aufgabe wird geldst durch einen Trager fir eine
Leuchtvorrichtung, welcher Trager mindestens eine
Auflagefldache fiir mindestens eine Halbleiterlichtquelle

aufweist, welche mindestens eine Auflagefldche seitlich von
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einer Begrenzungsstruktur fir eine auf die Auflageflache
aufzugebende Fiillmasse umgeben ist, wobei die
Begrenzungsstruktur eine mittels eines fldchenbearbeitenden

Verfahrens hergestellte Begrenzungsstruktur ist.

Die Begrenzungsstruktur wird also nicht separat hergestellt
und folgend mit dem Trager verbunden, sondern direkt an dem
Trager oder aus dem Trager hergestellt. Dadurch koénnen auch
flache Regrenzungsstrukturen mit hoher Genauigkeit an dem
Trager ausgebildet werden. Eine eigenstandige Handhabbarkeit
der Begrenzungsstruktur oder eine ausreichende
Eigensteifigkeit wird nicht vorausgesetzt. Dadurch kodnnen
diinne, weiche oder auch sehr sprdde Materialien flr die

Begrenzungsstruktur verwendet werden.

Dass der Trager ein Trager fiir eine Leuchtvorrichtung ist,
mag insbesondere umfassen, dass der Trager speziell dafir

ausgestaltet und vorgesehen ist.

Bevorzugterweise umfasst die mindestens eine
Halbleiterlichtgquelle mindestens eine Leuchtdiode. Bei
Vorliegen mehrerer Leuchtdioden kénnen diese in der gleichen
Farbe oder in verschiedenen Farben leuchten. Eine Farbe kann
monochrom (z.B. rot, griin, blau usw.) oder multichrom (z.B.
weill) sein. Auch kann das von der mindestens einen
Leuchtdiode abgestrahlte Licht ein infrarotes Licht (IR-LED)
oder ein ultraviolettes Licht (UV-LED) sein. Mehrere
Leuchtdioden kénnen ein Mischlicht erzeugen; z.B. ein weiles
Mischlicht. Die mindestens eine Leuchtdiode kann mindestens
einen wellenlangenumwandelnden Leuchtstoff enthalten
(Konversions-LED) . Der Leuchtstoff kann alternativ oder
zusatzlich entfernt von der Leuchtdiode angeordnet sein
("remote phosphor"). Die mindestens eine Leuchtdiode kann in
Form mindestens einer einzeln gehdusten Leuchtdiode oder in
Form mindestens eines LED-Chips vorliegen. Mehrere LED-Chips
kénnen auf einem gemeinsamen Substrat ("Submount") montiert
sein. Die mindestens eine Leuchtdiode kann mit mindestens

einer eigenen und/oder gemeinsamen Optik zur Strahlfithrung
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ausgeriistet sein, z.B. mindestens einer Fresnel-Linse,
Kollimator, und so weiter. Anstelle oder zusatzlich zu
anorganischen Leuchtdioden, z.B. auf Basis von InGaN oder
AlInGaP, sind allgemein auch organische LEDs (OLEDs, =z.B.
Polymer-OLEDs) einsetzbar. Alternativ kann die mindestens
eine Halbleiterlichtquelle z.B. mindestens einen Diodenlaser

aufweisen.

Der Trédger mag eine oder mehrere Auflagefldchen fir jeweils
mindestens eine Halbleiterlichtquelle aufweisen. Mehrere
Auflagefldchen kdnnen von einer jeweiligen
Begrenzungsstruktur seitlich umgeben sein. Jedoch mag eine
Begrenzungsstruktur auch mehrere Auflageflachen seitlich
begrenzen, z.B. durch Vorsehen entsprechender Aussparungen.
Fiir den Fall mehrerer Auflageflidchen mdgen diese die gleichen
Halbleiterlichtquellen aufweisen, oder mindestens zwei
Auflagefldachen mdgen unterschiedliche Halbleiterlichtquellen
oder Gruppen von Halbleiterlichtquellen aufweisen.
Beispielsweise kénnen verschiedene Auflagefldchen jeweils
Gruppen von weilles Mischlicht ausstrahlenden

Halbleiterlichtgquellen aufweisen.

Durch die Begrenzungsstruktur wird eine seitliche Grenze fiir
die Flllmasse bereitgestellt, insbesondere analog einer
Seitenwand einer Vergussform. Ein Boden kann insbesondere

durch die Auflagefldche bereitgestellt werden.

Die lichtdurchlassige Fillmasse mag insbesondere eine
Vergussmasse sein. Die Vergussmasse mag transparent oder
transluzent (z.B. opak oder weilllich) sein. Die Vergussmasse
mag insbesondere ein (z.B. transparentes) Matrixmaterial
sein, dem mindestens ein Additiv zugegeben sein kann. Das
Matrixmaterial mag beispielsweise Silikon oder Epoxidharz
sein. Das mindestens eine Additiv mag beispielsweise
Diffusorpartikel, lichtreflektierende Partikel, Farbpartikel
und/oder Leuchtstoffpartikel zur zumindest teilweisen

Wellenlangenkonversion aufweisen. Fir den Fall mehrerer
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Auflagefliachen mogen zumindest zwei Auflageflidchen

unterschiedliche Fillmassen aufweilsen.

Unter einem flAchenbearbeitenden Verfahren kann insbesondere
ein Verfahren verstanden werden, bei welchem eine
vorbestimmte Flache des Tragers zur Herstellung der

Begrenzungsstruktur bearbeitet wird.

Der Trager mag insbesondere einen formgebenden Grundkorper
(z.B. einen Vollkorper aus Metall, insbesondere aus
Aluminium, Kunststoff und/oder Keramik, eine Platine usw.)
aufweisen. Es ist eine Weiterbildung, dass der Trager
mindestens eine Schicht aufweist, welche mittels des

Verfahrens bearbeitet wird.

Es ist eine Ausgestaltung, dass die Begrenzungsstruktur eine
materialabtragend hergestellte Begrenzungsstruktur ist. Dies
ermdglicht eine besonders prazise Begrenzungsstruktur mit
hoher Aufldsung und erlaubt eine einfache Herstellung.
Mittels der Materialabtragung mag der Grundkdrper und/oder
mindestens eine auf dem Grundkdrper aufgebrachte Schicht

bearbeitet werden.

Es ist noch eine Ausgestaltung, dass das materialabtragende
Verfahren ein fotolithographisches Verfahren ist oder
umfasst, welches beispielsweise aus der Halbleiter- und
Mikrosystemtechnik zur Herstellung von integrierten
Schaltungen und weiteren Produkten grundsatzlich bekannt ist.
So kénnen in kurzer Zeit mit bekannten, gut beherrschbaren
Prozessen feine Strukturen gebildet werden. Bei der
Fotolithographie mag insbesondere mittels einer Belichtung
ein Bild einer Fotomaske auf einen lichtempfindlichen
Fotolack lbertragen werden. Der Fotolack mag beispielsweise
groRflachig auf den Grundkorper aufgebracht worden sein und
so einen Trager bilden. AnschlielRend werden die belichteten
Stellen des Fotolacks aufgeldst (alternativ ist auch die
Auflosung der unbelichteten Stellen mdglich, wenn der

Fotolack unter Licht aushartet).
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Es ist eine Weiterbildung, dass die Begrenzungsstruktur
mittels des lUbrig gebliebenen Fotolacks gebildet wird. Eine
Auflagefldache mag dann insbesondere an einer Aussparung in

einer Schicht aus Fotolack vorliegen.

Alternativ oder zusatzlich mag der Materialabtrag durch ein
spanabhebendes Verfahren durchgefiihrt werden. Dies ist
insbesondere vorteilhaft, falls ein nicht als Schicht
vorliegendes Materialvolumen zu bearbeiten ist, z.B. der

Grundkorper.

Es ist eine weitere Ausgestaltung, dass die
Begrenzungsstruktur eine die Auflagefliache umgebende Nut oder
einen Graben aufweist. Denn es hat sich gezeigt, dass
Fillmasse, z.B. Silikon, auch an Graben zum Stehen gebracht
werden kann. Die Nut oder der Graben ist insbesondere in
einen Grundkorper des Tragers eingebracht. Diese

Ausgestaltung ermdglicht besonders flache Trager.

Es ist auBerdem eine Weiterbildung, dass die
Begrenzungsstruktur mittels Umformens oder Verdrangens,
insbesondere mittels Pragens oder Walzens, gebildet wird, das

Verfahren also ein Umformverfahren ist.

Es ist eine Weiterbildung, dass das Verfahren ein

Schichtaufbringungsverfahren ist oder umfasst.

Beispielsweise mag dem Schichtaufbringungsverfahren ein
photolithographisches Verfahren vorangehen oder ein solches
sein, bei dem im Anschluss an eine Bildung einer Maske aus
Fotolack Material in offene Fenster in dem Fotolack
eingebracht wird und folgend die Maske entfernt wird. Die
Begrenzungsstruktur weist dann das in das oder die Fenster

eingebrachte Material auf.

Es ist eine Weiterbildung davon, dass das Verfahren ein

positives Schichtaufbringungsverfahren ist oder umfasst.
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Dabei wird die Begrenzungsstruktur insbesondere nicht durch
eine vollflachige Schichtaufbringung und folgenden
Materialabtrag, sondern durch eine direkte Aufbringung
mindestens einer Schicht in der gewiinschten Form

(Positivform) erreicht.

Ein solches Verfahren mag beispielsweise ein
Flachdruckverfahren, insbesondere Siebdruck, umfassen,
welches besonders einfach durchfihrbar ist. Das Verfahren mag
insbesondere ein Rakeln umfassen. Zum Einsatz kommen
beispielsweise Metallpasten und Metalltinten.

Das Verfahren mag aber auch ein Jettingverfahren,
insbesondere Aerosoljetten, sein. Dabei mag das
Flachdruckverfahren bereits die positive Begrenzungsstruktur
erzeugen, z.B. mittels einer geeigneten Druckmaske.
Alternativ mag eine Schicht oder ein Schichtstapel
groRflachig aufgebracht werden und die Begrenzungsstruktur
aus der aufgebrachten Schicht oder Schichtstapel z.B.

chemisch oder galvanisch herausgebildet werden.

Es ist eine allgemeine Ausgestaltung, dass die
Begrenzungsstruktur eine Schichtstruktur ist. Die
Begrenzungsstruktur mag dabei eine Schicht oder mehrere
Schichten aufweisen. Durch die Schichten kénnen vielfaltige
Materialeigenschaften mit feinen Strukturen kombiniert
werden. Auch ist so eine besonders feste Verbindung zu einem
Grundkorper mdglich. Die Dicke einer Schicht mag insbesondere

100 Mikrometer nicht uUberschreiten.

Es ist ferner eine Ausgestaltung, dass die
Begrenzungsstruktur einen die Auflageflache umgebenden, aus
mindestens einer Schicht herausgearbeiteten Ring aufweist

oder ein solcher ist.

Es ist eine alternative Weiterbildung, dass die
Begrenzungsstruktur mehrere Aussparungen aufweist, welche an

den Auflagefldchen positioniert sind.
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Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die Begrenzungsstruktur
eine zu der Auflagefldche unterschiedliche, fir die Fillmasse
abweisendere Oberfladche aufweist. Dadurch kann eine

Ausbreitung der Fillmasse effektiv gestoppt werden.

Es ist eine Weiterbildung, dass die Begrenzungsstruktur eine
Oberflache aufweist, welche ein anderes Material aufweist als
die Oberfliache der Auflageflidche, z.B. eine metallische

Oberflache oder eine Oberfldche aus einem anderen Metall.

Es ist noch eine Weiterbildung, dass die Begrenzungsstruktur
eine mikroskopisch anders geformte Oberfldche aufweist als
die Oberfliache der Auflagefliache, z.B. eine andere Rauhigkeit
aufweist oder eine Oberfladchenstruktur, welche einen Lotos-

Effekt in Bezug auf die Fillmasse zeigt.

Diese unterschiedliche Oberfliache mag als zusadtzliche bzw.
eigenstandige Schicht vorliegen bzw. aufgebracht worden sein
oder durch Oberflachenbehandlung (z.B. Aufrauung) einer

bestehenden Schicht erzeugt worden sein.

Die Aufgabe wird geldst durch eine Leuchtvorrichtung,
aufweisend mindestens einen Trdger wie oben beschrieben.
Diese Leuchtvorrichtung weist die gleichen Vorteile auf wie

der Trager und kann analog ausgestaltet werden.

Die Leuchtvorrichtung mag eine Lampe, eine Leuchte oder ein

Leuchtmodul sein, insbesondere ein LED-Modul.

Die Leuchtvorrichtung kann insbesondere mit mindestens einer
Auflageflache ausgeriistet sein, wobei an der mindestens einen
Auflagefldche mindestens eine Halbleiterlichtquelle
angeordnet ist und die mindestens eine Auflagefldche bis zu
der Begrenzungsstruktur mit einer Fillmasse bedeckt ist,
welche Fillmasse die mindestens eine Halbleiterlichtquelle
bedeckt.
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Die Aufgabe wird auch geldst durch ein Verfahren zum
Herstellen eines Tragers, insbesondere wie oben ausgefiihrt,
wobei das Verfahren mindestens die folgenden Schritte
aufweist: Bereitstellen eines Tragers fir eine
Leuchtvorrichtung; und Erzeugen einer Begrenzungsstruktur,
welche eine Auflageflache fir mindestens eine

Halbleiterlichtgquelle seitlich begrenzt, an dem Trager.

Die Begrenzungsstruktur wird also nicht separat hergestellt
und dann mit dem Tra&ger verbunden, sondern durch

Materialbearbeitung des Tragers und/oder durch formbildende
(also nicht vorgeformte) Materialaufbringung auf den Trager

hergestellt.

Es ist eine Ausgestaltung, dass der Schritt des Erzeugens
einer Begrenzungsstruktur das Erzeugen der
Begrenzungsstruktur mittels einer Schichtauftragung auf den

Trager umfasst.

Es ist eine alternative oder zusatzliche Ausgestaltung, dass
der Schritt des Erzeugens der Begrenzungsstruktur das
Erzeugen der Begrenzungsstruktur mittels einer

Materialabtragung am Trager umfasst.

Es ist ferner eine alternative oder zusatzliche
Ausgestaltung, dass der Schritt des Erzeugens einer
Begrenzungsstruktur das Erzeugen der Begrenzungsstruktur

mittels einer Oberflachenbehandlung umfasst.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstadndlich im
Zusammenhang mit der folgenden schematischen Beschreibung von
Ausfiihrungsbeispielen, die im Zusammenhang mit den
Zeichnungen nadher erlautert werden. Dabei kdnnen zur
Ubersichtlichkeit gleiche oder gleichwirkende Elemente mit

gleichen Bezugszeichen versehen sein.
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Fig.1l zeigt als Schnittdarstellung in Seitenansicht eine
Leuchtvorrichtung gemdl einem ersten
Ausfihrungsbeispiel;

Fig.2 zeigt als Schnittdarstellung in Seitenansicht eine
Leuchtvorrichtung gemdl einem zweiten
Ausfiihrungsbeispiel; und

Fig.3 zeigt als Schnittdarstellung in Seitenansicht eine
Leuchtvorrichtung gemdl einem dritten
Ausfiihrungsbeispiel; und

Fig.4 zeigt als Schnittdarstellung in Seitenansicht eine
Leuchtvorrichtung gemdl einem vierten

Ausfihrungsbeispiel.

Fig.l zeigt als Schnittdarstellung in Seitenansicht eine
Leuchtvorrichtung in Form eines LED-Moduls 10 gemdalR einem

ersten Ausfihrungsbeispiel.

Das LED-Modul 10 weist einen Trager 11 mit einem
plattenfdérmigen Grundkérper 12 auf, z.B. einen metallischen
Korper, z.B. aus Aluminium, oder eine Platine, z.B.
Metallkernplatine. Der Grundkorper 12 weist an seiner
Vorderseite eine Auflageflache 13 auf, auf welcher mehrere
Leuchtdioden 14, z.B. LED-Chips, aufgebracht und verdrahtet
(0.Abb.) sind. Die Leuchtdioden 14 sind wvon einer Fiillmasse

in Form einer Vergussmasse 15, z.B. Silikon, bedeckt.

Die Auflageflache 13 ist seitlich umlaufend von einer
Begrenzungsstruktur in Form einer Schicht 16 aus
beispielsweise Fotolack, welche Schicht 16 eine Aussparung 17
an dem Ort der Auflageflache 13 aufweist. Die Schicht weist
eine Dicke von maximal einhundert Mikrometern auf, z.B. von
zwanzig bis funfzig Mikrometern, was geringer ist als die
Hohe der Leuchtdioden 14 und damit auch der Vergussmasse 15.
Dennoch reicht die Schicht 16 aus, die Vergussmasse 15
innerhalb der Auflagefldche 13 zu halten.

Die Aussparung 17 kann beispielsweise durch einen

fotolithographischen Materialabtrag eines zuvor auch dort
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vorhandenen Bereichs der Schicht 16 erzeugt worden sein. Die
Schicht 16 kann aber auch durch eine (positive)
Schichtaufbringung auBerhalb der Aussparung 17 erzeugt worden

sein, z.B. durch ein Flachdruckverfahren.

Fig.2 zeigt als Schnittdarstellung in Seitenansicht eine
Leuchtvorrichtung 20 gemdB einem zweiten Ausfihrungsbeispiel.
Die Leuchtvorrichtung 20 unterscheidet sich von der
Leuchtvorrichtung 10 dadurch, dass bei dem zugehdrigen Trager
21 die Begrenzungsstruktur in Form einer ringfdrmigen Schicht
22 vorliegt, z.B. aus Metall. Die Schicht 22 kann
beispielsweise mittels eines fotolithographischen Verfahrens,
eines Druckverfahrens oder eines Jettingverfahrens,
insbesondere Aerosoljettens, auf den Grundkorper 12
aufgebracht werden. Die ringfdrmige Schicht 22 ist auch hier

nicht hdéher als einhundert Mikrometer.

Fig.3 zeigt als Schnittdarstellung in Seitenansicht eine
Leuchtvorrichtung 30 mit einem Trager 31 gemdl einem dritten
Ausfihrungsbeispiel. Die Leuchtvorrichtung 30 unterscheidet
sich von den Leuchtvorrichtungen 10 oder 20 dadurch, dass die
Begrenzungsstruktur nun keine auf den Grundkérper 12 des
Tragers 31 aufgebrachte Schicht oder Schichtstapel ist,
sondern eine durch Materialabtragung, z.B. Mikrospanen oder
Atzen, in die Vorderseite des Grundkdrpers 12 eingebrachte,
ringnutartige Aussparung oder Graben 32. Auch der Graben 32
ist in der Lage, eine Ausbreitung der Vergussmasse 15 zu

verhindern.

Fig.4 zeigt als Schnittdarstellung in Seitenansicht eine
Leuchtvorrichtung 40 gemdB einem vierten Ausfihrungsbeispiel.
Hier wird ein Trager 41 mit einer Begrenzungsstruktur 42
eingesetzt, welche eine fiir die Vergussmasse 15 abweisendere
Oberflache 43 aufweist als die Auflageflache 13, z.B. durch
Aufrauung oder Herstellung einer den Lotos-Effekt zeigenden
Oberflachenstruktur. Diese Oberfldche 43 kann beigspielsweise

durch eine Oberfldchenbehandlung der Vorderseite des
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Grundkorpers 12 erzeugt worden sein, alternativ durch eine

Schichtaufbringung.

Obwohl die Erfindung im Detail durch die gezeigten
Ausfihrungsbeispiele nédher illustriert und beschrieben wurde,
so ist die Erfindung nicht darauf eingeschrankt und andere
Variationen kénnen vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,

ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

So mag die Begrenzungsstruktur zumindest lokal auch mehr als
eine Schicht aufweisen, also insbesondere als ein

Schichtstapel ausgebildet sein.

Allgemein kann unter "ein", "eine" usw. eine Einzahl oder

eine Mehrzahl verstanden werden, insbesondere im Sinne wvon
"mindestens ein" oder "ein oder mehrere" usw., solange dies
nicht explizit ausgeschlossen ist, z.B. durch den Ausdruck

"genau ein" usw.

Auch kann eine Zahlenangabe genau die angegebene Zahl als
auch einen tiblichen Toleranzbereich umfassen, solange dies

nicht explizit ausgeschlossen ist.
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Bezugszeichenliste

10 Leuchtvorrichtung
11 Trager

12 Grundkorper

13 Auflageflache

14 Leuchtdiode

15 Vergussmasse

16 Schicht

17 Aussparung

20 Leuchtvorrichtung
21 Trager

22 Schicht

30 Leuchtvorrichtung
31 Trager

32 Graben

40 Leuchtvorrichtung
41 Trager

42 Begrenzungsstruktur
43 Oberflache

12
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Patentanspriiche

Trager (11; 21; 31; 41) fir eine Leuchtvorrichtung (10;

20; 30; 40),

— welcher Trager (11; 21; 31; 41) mindestens eine
Auflageflache (13) fir mindestens eine
Halbleiterlichtquelle (14) aufweist,

— welche mindestens eine Auflageflédche (13) seitlich
von einer Begrenzungsstruktur (lo6; 22, 32; 43) fiar
eine auf die Auflageflache (13) aufzugebende
Fillmasse (15) umgeben ist,

wobei

— die Begrenzungsstruktur (16; 22, 32; 43) eine mittels
eines flachenbearbeitenden Verfahrens hergestellte

Begrenzungsstruktur (16; 22, 32; 43) ist.

Trager (11; 31) nach Anspruch 1, wobei die
Begrenzungsstruktur (16; 32) eine materialabtragend
oder materialumformend hergestellte Begrenzungsstruktur
(le; 32) ist.

Trager (11) nach Anspruch 2, wobei das Verfahren ein

lithographisches oder ein chemisches Verfahren ist.

Trager (11; 21) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Begrenzungsstruktur (16; 22) eine
Schichtstruktur ist.

Trager (21) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Begrenzungsstruktur einen die Auflageflédche

(13) umgebenden, schichtartigen Ring (22) aufweist.

Trager (31) nach einem der Anspriiche 2 bis 5, wobei die
Begrenzungsstruktur eine die Auflageflache (13)

umgebende Nut (32) aufweist.

Trager (41) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei die die Begrenzungsstruktur (42) eine zu der
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10.

11.

12.

14

Auflageflache (13) unterschiedliche, fiir die Fillmasse

(15) abweisendere Oberflache (43) aufweist.

Leuchtvorrichtung (10; 20; 30; 40), aufweisend einen

Trager (11; 21; 31; 41) nach einem der vorhergehenden

Anspriiche mit mindestens einer Auflagefldche (13), wobei

— an der mindestens einen Auflageflache (13) mindestens
eine Halbleiterlichtquelle (14) angeordnet ist und

— die mindestens eine Auflageflédche (13) bis zu der
Begrenzungsstruktur (16; 22, 32; 43) mit einer
Fiillmasse (15) bedeckt ist, welche Fillmasse (15) die
mindestens eine Halbleiterlichtquelle (14) bedeckt.

Verfahren zum Herstellen eines Tragers (11; 21; 31; 41)
nach einem der Anspriche 1 bis 7, wobei das Verfahren
mindestens die folgenden Schritte aufweist:

— Bereitstellen eines Tragers (11; 21; 31; 41) fir eine
Leuchtvorrichtung (10; 20; 30; 40);

— Erzeugen einer Begrenzungsstruktur (16; 22, 32; 43),
welche eine Auflageflache (13) fir mindestens eine
Halbleiterlichtquelle (14) seitlich begrenzt, an dem
Trager (11; 21; 31; 41).

Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Schritt des
Erzeugens der Begrenzungsstruktur (16; 22) das Erzeugen
der Begrenzungsstruktur (16; 22) mittels einer

Schichtauftragung auf den Trager (11; 21) umfasst.

Verfahren nach einem der Anspriiche 9 oder 10, wobei der
Schritt des Erzeugens einer Begrenzungsstruktur (16; 22,
32) das Erzeugen der Begrenzungsstruktur (16; 22, 32)
mittels einer Materialabtragung und/oder einer

Materialverdrangung an dem Trager (11; 21; 31) umfasst.

Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 11, wobei der
Schritt des Erzeugens einer Begrenzungsstruktur (43) das
Erzeugen der Begrenzungsstruktur (43) mittels einer

Oberflachenbehandlung umfasst.
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